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Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!
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6.9. Неравновесное уравнение Пуассона


Запишем уравнение Пуассона для ОПЗ полупроводника р-типа, находящегося в неравновесных условиях, в виде:


   (6.48)

Здесь n и р - неравновесные концентрации электронов и дырок, описываемые соотношением (6.37), ND+ и NA- - концентрации ионизованных доноров и акцепторов. Подставляя (6.37) в (6.48) и учитывая, что в квазинейтральном объеме




получаем аналогично по сравнению с равновесным случаем:


   (6.49)

Проводя интегрирование уравнения (6.49), получаем первый интеграл неравновесного уравнения Пуассона в виде:


   (6.50)

Обозначим F(ψ, φ0, φc) величину, равную


   (6.51)

Знак электрического поля Е выбирается так же, как и в равновесном случае. Если ψs > 0, то Е положительно, если ψs < 0, поле Е отрицательно.


Согласно теореме Гаусса величину электрического поля на поверхности Es однозначно определяет заряд Qsc в ОПЗ:


   (6.52)

где LD - дебаевская длина экранирования, определяемая соотношением:




Для области инверсии, в которой работает МДП-транзистор, выражение для заряда Qsc значительно упрощается. Действительно, поскольку величина ψs положительна и велика, из (6.51) и (6.52) следует, что заряд Qsc равен:


   (6.53)

Заряд электронов Qn в канале определяется разностью между полным зарядом Qsc и зарядом ионизированных акцепторов QВ:


   (6.54)

Для области слабой инверсии пока ψs < 2φ0 + φc ионизованных акцепторов


   (6.55)

Для области сильной инверсии, когда ψs > 2φ0 + φc, заряд ионизованных акцепторов не зависит от поверхностного потенциала ψs. Его величина равна:


   (6.56)

Здесь и далее мы приняли для простоты, что концентрация основных носителей дырок pp0 в квазинейтральном объеме равна концентрации легирующей акцепторной примеси NA. Выражения для заряда свободных носителей Qn в канале получаем из (6.53 - 6.56).


Для области слабой инверсии


   (6.57)

Для области сильной инверсии β(ψs - φ0 - φc) > 7


   (6.58)

В начале области сильной инверсии, когда β(ψs - 2φ0 - φc) < 7, для выражения заряда электронов Qn в канале необходимо пользоваться соотношением (6.54), подставляя в него значения Qsc из (6.53), а значения QВ - из уравнения (6.56).


Таким образом, решение неравновесного уравнения Пуассона даст выражения (6.57, 6.58), описывающие зависимость заряда электронов Qn в инверсионном канале МДП-транзистора от поверхностного потенциала и квазиуровня Ферми.
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     LarryCidly пишет...

     Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com 

 

Хотим предложить нашим покупателям инновационное средство для похудения Mangoosteen. С ним реально избавиться от 15 кг за 14 дней. 



Дерево мангкут произрастает в Таиланде. Плоды дерева имеют потрясающие свойства. В банке имеется около 25 плодов этого удивительного растения. Плоды дерева мангустин помогают сжечь излишнею липидную ткань. А также замечательно воздействуют на организм в целом. Специфика изготовления препарата, а также специальная упаковка помогают сохранить все удивительные свойства мангостина.



Основным веществом сиропа Mangoosteen являются плоды с растения мангостан, в которых имеется огромное количество питательных элементов. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в больших количествах имеется во фрукте, значительно тормозятся окислительные процессы в организме. Окись дифениленкетона признается одним из самых мощных антиоксидантов. В плодах растения мангустин также содержатся разные витамины и элементы. Купить сироп Мансустина возможно на интернет-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.
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